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１．概要（Summary） 

現在、囁かれている半導体トランジスタの限界を打破す

る技術の一つとして、スピントロニクスの技術が期待されて

いる。その中でも、グラフェンなどのカーボン材料はスピン

伝搬材料として注目を集めている[1,2]。スピン電子の挙

動は、材料の物性や構造に大きく左右する。そこで、カー

ボン膜の有する半導体物性を活かしたスピントロニクスデ

バイスの開発を目指し、広島大学ナノデバイス・バイオ融

合科学研究所の二次イオン質量分析装置(SIMS)を利用

して三層膜の深さ方向の元素分布評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

二次イオン質量分析装置:SIMS 

(アルバックファイ，SIMS6650)  

【実験方法】 

Fe/Carbon/Fe3Si 三層膜に対して、O イオンを照射し

て評価を行った。検出元素は、Fe及び Si、C、O とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

シリコン基板上に作製したカーボン膜を有する三層膜

試料の深さ方向元素分布を SIMS で評価した。この三層

膜は、Fe と Fe3Siはスパッタにて、カーボン膜はアーク蒸

着にて成膜されたものである。その三層膜の界面にて、酸

化膜が形成されていることを確認した(Fig. 1)。これは試

料作製時の大気暴露に起因すると考えられる。この結果

により、界面の酸化膜が成膜時の相互拡散を抑制するブ

ロック層として機能しているとわかった。 
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Fig. 1. SIMS profiles of Fe/Fe3Si/Si tri-layered 

film. 


